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Bei einer elektrischen Bauteilanordnung (1) mit
wenigstens einem ersten diskreten
Halbleiterbauelement (2), welches erste diskrete
Halbleiterbauelement (2) ein erstes Gehause (3) mit
einer ersten GehauseauBBenflache (4) aufweist, wobei
die erste GehauseauBenflache (4) als elektrischer
Kontakt des ersten Halbleiterbauelements (2)
ausgebildet ist, wird vorgeschlagen, dass die erste
GehéuseauBenflache (4) elektrisch leitend mit einer
elektrisch leitenden Platte (5) der elektrischen
Bauteilanordnung (1) verbunden ist, und dass die
elektrisch leitende Platte (5) elektrisch isoliert mit
einem Kihlkérper (6) der elektrischen
Bauteilanordnung (1) verbunden ist.
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ZUSAMMENFASSUNG

Bei einer elektrischen Bauteilanordnung (1) mit wenigstens einem ersten diskreten
Halbleiterbauelement (2), welches erste diskrete Halbleiterbauelement (2) ein
erstes Gehause (3) mit einer ersten GehauseauBenflache (4) aufweist, wobei die
erste GehauseauBenflache (4) als elektrischer Kontakt des ersten
Halbleiterbauelements (2) ausgebildet ist, wird vorgeschlagen, dass die erste
GehauseauBenflache (4) elektrisch leitend mit einer elektrisch leitenden Platte (5)
der elektrischen Bauteilanordnung (1) verbunden ist, und dass die elektrisch
leitende Platte (5) elektrisch isoliert mit einem Kiihlkorper (6) der elektrischen

Bauteilanordnung (1) verbunden ist.

(Fig. 1)
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Die Erfindung betrifft eine elektrische Bauteilanordnung gemafh dem Oberbegriff

des Patentanspruches 1.

Es sind, insbesondere im Bereich der Leistungshalbleiter, Halbleitermodule bekannt
und weithin Ublich, in welchen mehrere Halbleiterbauteile, wie etwa
Leistungstransistoren, unmittelbar auf Substratebene aufgebaut, innerhalb eines
einzigen Gehauses angeordnet sind. Die betreffenden Halbleitermodule werden zur

Warmeabfuhr an einem Kiihlkorper angeordnet.

Derartige Halbleitermodule weisen den Nachteil auf, dass diese lediglich fiir eine
begrenzte Anzahl an Funktionen bzw. Leistungsdaten von den entsprechenden
Herstellern angeboten werden, und daher nur fiir eine entsprechend begrenzte
Anzahl an Anwendungen zur Verfiigung stehen. In aller Regel sind Hersteller
entsprechender Module bereit, solche auf Kundenwunsch zu entwicklen und
herzustellen. Dies ist jedoch mit erheblichen Anfangskosten verbunden und rechnet

sich folglich nur ab einer hohen erforderlichen Stiickzaht.

Im Bereich geringer Stiickzahlen, etwa beim Prototypenbau oder bei Kleinserien
bzw. Sonderprodukten, konnen derartige Halbleitermodule daher oftmals nicht zur
Anwendung gelangen. Insbesondere im Bereich der Leistungselektronik besteht
dadurch das Problem die auf geringem Raum anfallende Verlustleistung bzw.
Warme von dem Halbleiterbauelement bzw. den Halbleiterbauelementen
abzufiihren. Die Temperatur im Bereich eines Halbleiterbauelements hat
unmittelbare Auswirkungen auf dessen Lebensdauer. Die Temperatur im Bereich
der Halbleiterbauelemente beeinflusst weiters das Kennfeld des betreffenden
Halbleiterbauelements bzw. eine Arbeitspunkteinstellung, was bei Einsatz des
betreffende Halbleiterbauelement als Verstarker unmittelbare Auswirkungen auf

das Klirrverhalten der betreffenden Schaltungsanordnung hat.

Aufgabe der Erfindung ist es daher eine elektrische Bauteilanordnung der eingangs
genannten Art anzugeben, mit welcher die genannten Nachteile vermieden werden
konnen, mit welcher ein elektrischer Aufbau im Bereich der Leistungselektronik
unter Verwendung diskreter Halbleiterbauelemente geschaffen werden kann,

welcher eine hohe Betriebssicherheit bzw. Lebensdauer aufweist.
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Erfindungsgemab wird dies durch die Merkmale des Patentanspruches 1 erreicht.

Dadurch kann ein elektrischer Aufbau bzw. eine Bauteilanordnung im Bereich der
Leistungselektronik unter Verwendung diskreter Halbleiterbauelemente geschaffen
werden, bei vergleichbaren Verlustleitungen wie bei Verwendung spezieller
Leistungs-Halbleitermodule. Dadurch kann die Temperatur im Bereich der
Halbleiterbauelemente auf ein vorgebbares Niveau gesenkt werden, welches eine
hohe Betriebssicherheit bzw. Lebensdauer des Aufbaus ermoglicht. Dadurch ist es
einfach moglich, insbesondere durch die jeweilige Dimensionierung der elektrisch
leitenden Platte, die Temperatur in der Umgebung der Halbleiterbauelemente
vorzugeben bzw. einzustellen. Dadurch kann erreicht werden, dass die Temperatur
niedrig genug ist, um eine hohe Lebensdauer der Halbleiterbauelemente zu
erzielen, jedoch hoch genug um nicht zur Kondenswasserbildung in einem Gerat zu
fiihren, in dem die betreffende Bauteilanordnung angeordnet ist. Dadurch ist ein :
flexibler Einsatz in unterschiedlichen Vorrichtung gegeben. Dadurch konnen auch in
Kleinserie elektrische bzw. elektronische Leistungsschaltungen hergestellt werden,

welche eine hohe Leistungsdichte aufweisen.

Es hat sich dabei gezeigt, dass mit der gegenstandlichen elektrischen
Bauteilanordnung in der Praxis ein geringerer Warmelibergangswiderstand erzielbar
ist, als dieser bei, leistungsmaBig vergleichbaren, Halbleitermodulen angegeben
wird. Dadurch ist mittels der gegenstandlichen elektrischen Bauteilanordnung ein
flexibler Aufbau maglich, welcher auch hinsichtlich der abfiihrbaren Verlustleistung
einem Aufbau in Form eines Halbleitermoduls nicht nachsteht, und dieser Form des

Aufbaus sogar Uberlegen sein kann.
Die Unteranspriiche betreffen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Ausdriicklich wird hiermit auf den Wortlaut der Patentanspriiche Bezug genommen,
wodurch die Anspriiche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die Beschreibung

eingeflgt sind und als wortlich wiedergegeben gelten.

Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die beigeschlossenen Zeichnungen, in
welchen lediglich bevorzugte Ausfiihrungsformen beispielhaft dargestellt sind,

naher beschrieben. Dabei zeigt:
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Wesene

Fig. 1 eine erste Ausfihrungsform einer gegenstandlichen Bauteilanordnung in

axonometrischer Darstellung;

Fig. 2 die Komponenten der Bauteilanordnung gemah Fig. 1 in axonometrischer

Explosionsdarstellung;

Fig. 3 eine zweite Ausfihrungsform einer gegenstandlichen Bauteilanordnung in

axonometrischer Darstellung;

Fig. 4 die Komponenten der Bauteilanordnung gemaf Fig. 3 in axonometrischer

Explosionsdarstellung;

Fig. 5 die Bauteilanordnung gemal Fig. 3 mit elektrischer kontaktierter leitender

Platte in einer ersten axonometrischen Ansicht;

Fig. 6 die Bauteilanordnung gemaR Fig. 5 in einer zweiten axonometrischen
Ansicht;

Fig. 7 die Komponenten der Bauteilanordnung gemab Fig. 5 in axonometrischer

Explosionsdarstellung; und
Fig. 8 ein Blockschaltbild einer gegenstandlichen elektrischen Vorrichtung.

Die Fig. 1 bis 7 zeigen elektrische Bauteilanordnungen 1 bzw. die Komponenten
entsprechender elektrischer Bauteilanordnungen 1, wobei die elektrische
Bauteilanordnung 1 wenigstens ein erstes diskretes Halbleiterbauelement 2
aufweist, welches erste diskrete Halbleiterbauelement 2 ein erstes Gehause 3 mit
einer ersten GehauseauBenflache 4 aufweist, wobei die erste GehauseauBenflache
4 als elektrischer Kontakt des ersten Halbleiterbauelements 2 ausgebildet ist,
wobei die erste GehauseauBenflache 4 elektrisch leitend mit einer elektrisch
leitenden Platte 5 der elektrischen Bauteilanordnung 1 verbunden ist, wobei die
elektrisch leitende Platte 5 elektrisch isoliert mit einem Kiihlkorper 6 der

elektrischen Bauteilanordnung 1 verbunden ist.

Dadurch kann ein elektrischer Aufbau bzw. eine Bauteilanordnung 1 im Bereich der
Leistungselektronik unter Verwendung diskreter Halbleiterbauelemente 2, 7

geschaffen werden, bei vergleichbaren Verlustleitungen wie bei Verwendung
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spezieller Leistungs-Halbleitermodule. Dadurch kann die Temperatur im Bereich
der Halbleiterbauelemente 2, 7 auf ein vorgebbares Niveau gesenkt werden,
welches eine hohe Betriebssicherheit bzw. Lebensdauer des Aufbaus ermaglicht.
Dadurch ist es einfach moglich, insbesondere durch die jeweilige Dimensionierung
der elektrisch leitenden Platte 5, die Temperatur in der Umgebung der
Halbleiterbauelemente 2, 7 vorzugeben bzw. einzustellen. Dadurch kann erreicht
werden, dass die Temperatur niedrig genug ist, um eine hohe Lebensdauer der
Halbleiterbauelemente 2, 7 zu erzielen, jedoch hoch genug um nicht zur
Kondenswasserbildung in einem Gerat zu fiihren, in dem die betreffende
Bauteilanordnung 1 angeordnet ist. Dadurch ist ein flexibler Einsatz in
unterschiedlichen Vorrichtung 15 gegeben. Dadurch kénnen auch in Kleinserie
elektrische bzw. elektronische Leistungsschaltungen hergestellt werden, welche

eine hohe Leistungsdichte aufweisen.

Es hat sich dabei gezeigt, dass mit der gegenstandlichen elektrischen
Bauteilanordnung 1 in der Praxis ein geringerer Warmeiibergangswiderstand
erzielbar ist, als dieser bei, leistungsmaBig vergleichbaren, Halbleitermodulen
angegeben wird. So konnte beispielsweise an einem, als IGBT 10 ausgebildeten,
ersten Halbleiterbauelement 2 gemaB der gegenstandlichen Bauteilanordnung 1 ein
Warmeilibergangswiderstand mit einem Wert von 0,52 K/W erreicht werden. Bei
einem leistungsmaNig vergleichbaren Aufbau eines namhaften Herstellers
entsprechender Halbleitermodule betragt der Warmeiibergangswiderstand in
diesem Bereich immerhin ein K/W. Dadurch ist mittels der gegenstandlichen
elektrischen Bauteilanordnung ein flexibler Aufbau moglich, welcher auch
hinsichtlich der abfiihrbaren Verlustleistung einem Aufbau in Form eines
Halbleitermoduls nicht nachsteht, und dieser Form des Aufbaus sogar iiberlegen

sein kann.

Die Begriffe ,,und“ sowie ,,oder“ sind soweit nicht dezitiert angefiihrt jeweils im

Sinne boolescher Operatoren zu verstehen.

Ein diskretes Halbleiterbauelement 2, 7 ist ein einzelnes, in einem eigenen
Gehéause 3, 8 angeordnetes elektrisches bzw. elektronisches Bauelement bzw.
Schaltungselement, welches eigene duBere Anschliisse aufweist. Im Gegensatz zu

integrierten Schaltkreisen, welche mehrere elektrische Bauelemente in einem
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Gehduse vereinigen. Der Einfachheit wegen kann die zusitzliche Angabe ,,diskret*
teilweise nicht angefiihrt sein, wobei es sich trotzdem um diskrete
Halbleiterbauelemente 2, 7 handelt.

Die gegenstandliche Erfindung wird anhand der bevorzugten Ausfiihrungsformen
beschrieben, welche zumindest ein erstes und ein zweites diskretes
Halbleiterbauelement 2, 7 aufweisen. Die Beschreibung soll dabei auch
Ausfiihrungsformen mit lediglich einem einzigen diskreten Halbleiterbauelement 2
sowie mit einer vorgebbaren Mehrzahl solcher diskreter Halbleiterbauelemente 2, 7

mit umfassen.

Das erste diskrete Halbleiterbauelement 2 ist bevorzugt als
Halbleiterschaltelement, insbesondere als IGBT 10, ausgebildet. Es kanna uch die
Ausbildung des ersten Halbleiterbauelement 2 als anders leistungsschaltelement,
etwa als MosFet vorgesehen sein. Das zweite diskrete Halbleiterbauelement 7 ist
bevorzugt als Diode 11 ausgebildet. In den Fig. 1 bis 7 sind an den jeweiligen
Halbleiterbauelementen 2, 7 die Bezeichnungen IGBT bzw. Diode angefiihrt.
Vorzugsweise ist in diesem Zusammenhang vorgesehen, dass das erste diskrete
Halbleiterbauelement 2 und das zweite diskrete Halbleiterbauelement 7 in einer
elektrischen Schaltung 16 ein funktional miteinander verschaltetes
Halbleiterbauteilpaar 2, 7 bilden.

Die elektrische Bauteilanordnung 1 bezeichnet einen mechanischen Aufbau bzw.
Zusammenbau elektrischer bzw. elektronischer Komponenten. Dabei beschreibt die
gegenstandliche elektrische Bauteilanordnung 1 die Anbindung eines diskreten
Halbleiterbauelements 2 an einen Kiihlkérper 6. Der Begriff ,,elektrische
Bauteilanordnung 1“ beschreibt dabei insbesondere keine Art der elektrischen
Verschaltung bzw. funktionalen Kontaktierung des wenigstens einen diskreten
Halbleiterbauelements 2, 7 im Rahmen einer elektrischen Schaltung 17, sondern
lediglich den mechanischen Aufbau bzw. die mechanische Anordnung des

betreffenden wenigstens einen diskreten Halbleiterbauelements 2, 7.

Das erste diskrete Halbleiterbauelement 2 weist zumindest zwei elektrische
Anschlisse auf. Dabei weist das erste diskrete Halbleiterbauelement 2 ein erstes

Gehause 3 auf, welches erste Gehause 3 eine erste GehauseauBenfliche 4
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aufweist, welche als elektrischer Kontakt des ersten Halbleiterbauelements 2
ausgebildet ist. Die betreffende erste GehdauseauBenflache 4 ist daher elektrisch
leitend ausgebildet und innerhalb des ersten Gehauses 3 mit einem
Halbleitersubstrat des betreffenden ersten diskreten Halbleiterbauelements 2

verbunden.

Das zweite diskrete Halbleiterbauelement 7 weist ebenfalls zumindest zwei
elektrische Anschlisse auf. Dabei weist das zweite diskrete Halbleiterbauelement 7
ein zweites Gehause 8 auf, welches zweite Gehause 8 eine zweite
GehauseauBenflache 9 aufweist, welche als elektrischer Kontakt des zweiten
Halbleiterbauelements 7 ausgebildet ist. Die betreffende zweite
GehauseauBenflache 9 ist daher elektrisch leitend ausgebildet und innerhalb des
zweiten Gehauses 8 mit einem Halbleitersubstrat des betreffenden zweiten

diskreten Halbleiterbauelements 7 verbunden.

Bevorzugt ist vorgesehen, dass das erste Gehause 3 und/oder das zweite Gehause 8
als Standardhalbleitergehaduse, insbesondere als TO-220 oder TO-247, ausgebildet
ist. Derartige Gehause 3, 8 weisen bereits entsprechend ausgebildete kontaktierte

GehauseauBenflachen 4, 9 auf.

Die elektrische Bauteilanordnung 1 weist weiters einen Kihlkorper 6 auf, sowie
eine elektrisch leitende Platte 5. Es ist vorgesehen, dass die erste
GehauseauBenfldche 4 elektrisch leitend mit der elektrisch leitenden Platte 5
verbunden ist. Die elektrisch leitende Platte 5 ist weiters elektrisch isoliert mit

dem Kiihlkorper 6 verbunden.

GemaB den bevorzugten Ausfiihrungsformen ist vorgesehen, dass die zweite
GehauseauBenflache 9 neben der ersten GehauseauBenflache 4 auf derselben
elektrisch leitenden Platte 5 elektrisch leitend angeordnet ist. Daher sind
bevorzugt zwei diskrete Halbleiterbauelemente 2, 7 auf derselben elektrisch
leitenden Platte 5 angeordnet bzw. befestigt. Fig. 1 zeigt einen entsprechenden
Aufbau. Fig. 2 zeigt die Komponenten des betreffenden Aufbaus in

Explosionsdarstellung.

Die elektrisch leitende Platte 5 ist insbesondere umfassend Kupfer und/oder
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Aluminium und/oder Silber ausgebildet. Die elektrisch leitende Platte 5 ist daher
als guter elektrischer Leiter ausgebildet um keine ibermaBige zusatzliche
Erwédrmung an dieser Stelle zu verursachen. Dabei ist vorzugsweise vorgesehen,
dass die elektrisch leitende Platte 5 eine Flache aufweist, welche groBer ist als die
der Platte 5 zugewandten ersten bzw. zweiten GehauseauBenflachen 4, 9. Uber die
jeweilige Vorgabe der GroBe bzw. der Flache und Dicke der elektrisch leitenden
Platte 5 kann der Warmelibergangswiderstand erheblich beeinflusst werden. Durch
entsprechend geeignete Wahl der betreffenden Parameter, sowie des Werkstoffes,
kann einfach eine Zieltemperatur an den diskreten Halbleiterbauelementen 2, 7

erreicht werden.

In diesem Zusammenhang ist bevorzugt vorgesehen, dass die elektrisch leitende
Platte 5 eine Flache aufweist, welche 3 bis 7 mal, insbesondere 5 mal, so grob ist,
wie die auf der Platte 5 angeordnete erste GehauseauBenflache 4 und/oder zweite
GehauseauBenflache 9. Sofern lediglich ein erstes diskretes Halbleiterbauelement 2
auf der Platte 5 angeordnet ist, bezieht sich die Angabe zur GroBe auf lediglich
dieses erste diskretes Halbleiterbauelement 2. Sofern weiters ein zweites diskretes
Halbleiterbauelement 7 auf der Platte 5 angeordnet ist, bezieht sich die Angabe
zur Grofe auf beide Halbleiterbauelemente 2, 7. Entsprechend ist bei weiteren
Halbleiterbauelementen auf der Platte 5 zu verfahren. Vorzugsweise ist
vorgesehen, dass fiir die gegenstandliche Ermittlung der Flache der Platte 5
lediglich die Flache des elektrischen Kontakts auf der ersten bzw. zweiten
GehauseauBenflache 4, 9 berlicksichtigt wird. Es kann sein, dass die betreffenden
ersten bzw. zweiten GehauseauBenflachen 4, 9 neben einem elektrisch leitenden
Kontaktbereich weiters elektrisch isolierte Bereiche, etwa einen Randbereich,

aufweisen.

Bevorzugt ist vorgesehene, dass die erste und die zweite GehauseauBenflachen 4, 9
jeweils mit der elektrisch leitenden Platte 5 verlotet sind. In den Fig. 2, 4 und 7 ist

entsprechend schematisch ein flachenformig dargestelltes Lotzinn 29 abgebildet.

Es kann auch vorgesehen sein, die betreffenden Halbleiterbauelemente 2, 7 mit
deren erster und die zweiter GehauseauBenflache 4, 9 mechanisch gegen die Platte
5 zu driicken. Durch den derart erzeugten Kontaktdruck kann der elektrische wie

auch der thermische Ubergangswiderstand in diesem Bereich gesenkt werden.
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Dadurch kann in einer nicht dargestellten Ausfiihrungsform auch auf das Létzinn 29
in diesem Bereich verzichtet werden, indem die betreffenden
Halbleiterbauelemente 2, 7 lediglich derart mechanisch an der Platte 5 gehalten
sind. Bevorzugt wird der betreffende Kontaktdruck mittels wenigstens einer Feder
und/oder Klammer aufgebracht. Dabei kann vorgesehen sein, dass eine Klammer
die Kuhlschiene bzw. den Kiihlkorper 6 umgreift und die Halbleiterbauelemente 2,
7, welche gemaB den bevorzugten Ausfiihrungsformen beidseitig der Kiihlschiene

angeordnet sind, jeweils gegen die ihnen zugeordnete Platte 5 driickt.

Es kann weiters vorgesehen sein, zwischen der Platte 5 und der ersten und zweiten
GehduseauBenflache 4, 9 ein elektrisch leitendes Ol oder eine entsprechende Paste

oder einen Kleber vorzusehen.

Die elektrisch leitende Platte 5 ist weiters bevorzugt mit einer elektrischen
Versorgungsleitung 12, insbesondere einer Stromschiene 13, elektrisch leitend
verbunden. Dadurch kann ein niederohmiger Anschluss der betreffenden
Halbleiterbauelemente 2, 7 erzielt werden. In den Fig. 5, 7 und 7 sind jeweils eine
Stromschiene 13, sowie drahtformig ausgebildete Versorgungsleitungen 12

dargestellt, welche jeweils die Platte 5 kontaktieren.

Der Kihlkorper 6 ist bevorzugt als fluidgekiihlter, insbesondere als
flussigkeitsgekiihlter, Kiihlkdrper 6 umfassend Fluiddurchtrittskanile 14
ausgebildet, insbesondere als Kiihlschiene, wie in den Fig. 1 bis 7 dargestellt. Dabei
kann auch vorgesehen sein, den Kiihlkorper 6 als passiven Kiihlkorper auszubilden,

etwa umfassend Kiihlrippen.

Die elektrisch leitende Platte 5 ist elektrisch isoliert mit dem Kiihlk6rper 6
verbunden. Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass zwischen der Platte 5 und dem
Kiihlkdrper 6 eine elektrische Isolierschicht 19 bzw. Isolierfolie, mit vorzugsweise
geringem Warmeulbergangswiderstand bei guter elektrischer Isolierfahigkeit,
angeordnet. Eine derartige Isolierschicht 19 ist in den Fig. 1 bis 7 eingezeichnet.

Gemadbh einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der
Kihlkérper 6 als Keramikkiihlkérper, vorzugsweise umfassend bzw. bestehend aus

Aluminiumnitrid, ausgebildet ist. Aluminiumnitrid weist eine hohe thermische
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Leitfahigkeit bei gleichzeitig hohem elektrischen Widerstand auf. Dadurch kann auf

die Isolierschicht 19 verzichtet werden.

Fig. 8 zeigt ein schematisches Blockschaltbild einer besonders bevorzugten
elektrischen Vorrichtung mit einer gegenstandlichen elektrischen Bauteilanordnung
1. Die betreffende elektrische Vorrichtung 15 ist dabei als Wechselrichter 18
ausgebildet. Es kann dabei vorgesehen sein, die elektrische Vorrichtung 15 als
andere elektrische Vorrichtung 15 auszubilden. Die elektrische Vorrichtung 15
gemal Fig. 8 weist wenigstens eine elektrische Schaltung 16 auf, welche
elektrische Schaltung 16 das erste diskrete Halbleiterbauelement 2 und das zweite
diskrete Halbleiterbauelement 7 umfasst, wobei selbstverstandlich auch eine

grobere Anzahl an Halbleiterbauelementen 2, 7 vorgesehen sein kann.

GemaN der in Fig. 8 dargestellten bevorzugten Ausfiihrungsform, weist die als
Wechselrichter 18 ausgebildete elektrische Vorrichtung 15 wenigstens eine
elektrische Halbbriicke 17 auf, wobei in Fig. 8 lediglich eine derartige Halbbriicke
17 eingezeichnet ist, und weitere Halbbriicken 17 durch das strich-punktiert

umrandete Feld 20 symbolisiert sind.

Die wenigstens eine elektrische Halbbriicke 17 weist zwei variable Widerstande 21
auf, welche geméaf der bevorzugten Ausfiihrungsform jeweils durch eine Paarung
bzw. Verschaltung des, als IGBT 10 ausgebildeten, ersten diskreten
Halbleiterbauelements 2 sowie des, als Diode 11 bzw. Freilaufdiode ausgebildeten,
zweiten diskreten Halbleiterbauelements 7 gebildet sind. Die Diode 11 ist dabei in
an sich bekannter und nicht dargestellter Weise parallel zu dem Schaltelement
bzw. dem IGBT 10 geschaltet.

Die Halbbriicke 17 weist einen Ausgang 28 zwischen den beiden variablen
Widersténden 21 auf, welcher mit einer Spulenanordnung 26 verbunden ist, welche
weiters mit einem Tiefpassfilter 27 verbunden ist, dessen Ausgang einen
Wechselstromanschluss 23 der Vorrichtung 15 bildet. Weiters weist die elektrische
Vorrichtung 15 gemal Fig. 8 zwei Gleichstromanschlussleitungen 24, 25 auf, sowie

eine Ansteuereinheit 22, welche die variablen Widerstande 21 vorgebbar ansteuert.

Patentanspriiche:
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1. Elektrische Bauteilanordnung (1) mit wenigstens einem ersten diskreten
Halbleiterbauelement (2), welches erste diskrete Halbleiterbauelement (2) ein
erstes Gehiduse (3) mit einer ersten Gehauseaufenfliche (4) aufweist, wobei die
erste GehauseauBenflache (4) als elektrischer Kontakt des ersten
Halbleiterbauelements (2) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
GehiuseauBenfliache (4) elektrisch leitend mit einer elektrisch leitenden Platte (5)
der elektrischen Bauteilanordnung (1) verbunden ist, und dass die elektrisch
leitende Platte (5) elektrisch isoliert mit einem Kiihlkorper (6) der elektrischen

Bauteilanordnung (1) verbunden ist.

2. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Bauteilanordnung (1) weiters ein zweites
diskretes Halbleiterbauelement (7) umfasst, welches zweite diskrete
Halbleiterbauelement (7) ein zweites Gehause (8) mit einer zweiten, als
elektriséher Kontakt des zweiten Halbleiterbauelements (7) ausgebildeten,
GehauseauBenfliche (9) aufweist, und dass die zweite GehaduseauBenflache (9)
neben der ersten GehauseauBenflache (4) auf derselben elektrisch leitenden Platte

(5) elektrisch leitend angeordnet ist.

3. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste diskrete Halbleiterbauelement (2) als
Halbleiterschaltelement, insbesondere als IGBT (10), ausgebildet ist, dass das
zweite diskrete Halbleiterbauelement (7) als Diode (11) ausgebildet ist.

11721
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4. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Gehause (3) und/oder das zweite
Gehause (8) als Standardhalbleitergehaduse, insbesondere als TO-220 oder TO-247,
ausgebildet ist.

5. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Platte (5) umfassend Kupfer

und/oder Aluminium und/oder Silber ausgebildet ist.

6. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Platte (5) eine Flache aufweist,
welche 3 bis 7 mal, insbesondere 5 mal, so groB ist, wie die auf der Platte (5)

angeordnete erste GehauseauBenflache (4) und/oder zweite Gehaduseauhenflache

).

7. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Platte (5) mit einer
elektrischen Versorgungsleitung (12), insbesondere einer Stromschiene (13),

elektrisch leitend verbunden ist.

8. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kiihlkorper (6) als fluidgekiihlter Kiihlkorper (6)
umfassend Fluiddurchtrittskanale (14), insbesondere als Kihlschiene, ausgebildet

ist.

9. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kihlkorper (6) als Keramikkihlkorper,

vorzugsweise umfassend Aluminiumnitrid, ausgebildet ist.

10. Elektrische Vorrichtung (15) mit einer elektrischen Bauteilanordnung (1)

nach einem der Anspriiche 1 bis 9.

1. Elektrische Vorrichtung (15) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Vorrichtung (15) wenigstens eine elektrische
Schaltung (16) aufweist, dass die elektrische Schaltung (16) das erste diskrete
Halbleiterbauelement (2) und das zweite diskrete Halbleiterbauelement (7)
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12. Elektrische Vorrichtung (15) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der
Anspriiche 3 bis 8 ausgebildet ist, und dass das zweite diskrete
Halbleiterbauelement (7) als Freilaufdiode parallel zu dem ersten diskreten
Halbleiterbauelement (2) in der elektrischen Schaltung (16) geschaltet ist.

13. Elektrische Vorrichtung (15) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Vorrichtung (15) als Wechselrichter (18)
ausgebildet ist, umfassend wenigstens eine elektrische Halbbriicke (17), und dass
das erste diskrete Halbleiterbauelement (2) und das zweite diskrete
Halbleiterbauelement (7) gemeinsam einen variablen Widerstand der elektrischen
Halbbriicke (17) bilden.

(05722

Gibler & Poth Patentanwalte OG
(Dr. F. Gibler oder Dr. W. Poth)
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1. Elektrische Bauteilanordnung (1) mit wenigstens einem ersten diskreten
Halbleiterbauelement (2), welches erste diskrete Halbleiterbauelement (2) ein
erstes Gehause (3) mit einer ersten GehauseauBenflache (4) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste GehauseauBenflache (4) als elektrischer Kontakt
des ersten Halbleiterbauelements (2) ausgebildet ist, dass die erste
GehauseauBenflache (4) elektrisch leitend mit einer elektrisch leitenden Platte (5)
der elektrischen Bauteilanordnung (1) verbunden ist, und dass die elektrisch
leitende Platte (5) elektrisch isoliert mit einem Kiihlkorper (6) der elektrischen

Bauteilanordnung (1) verbunden ist.

2. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Bauteilanordnung (1) weiters ein zweites
diskretes Halbleiterbauelement (7) umfasst, welches zweite diskrete
Halbleiterbauelement (7) ein zweites Gehause (8) mit einer zweiten, als
elektrischer Kontakt des zweiten Halbleiterbauelements (7) ausgebildeten,
GehauseauBenflache (9) aufweist, und dass die zweite GehauseauBenflache (9)
neben der ersten GehauseauBenflache (4) auf derselben elektrisch leitenden Platte

(5) elektrisch leitend angeordnet ist.

3. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste diskrete Halbleiterbauelement (2) als
Halbleiterschaltelement, insbesondere als IGBT (10), ausgebildet ist, dass das
zweite diskrete Halbleiterbauelement (7) als Diode (11) ausgebildet ist.

19721 ( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRUCHE )
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4, Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Gehause (3) und/oder das zweite
Gehause (8) als Standardhalbleitergehause, insbesondere als TO-220 oder TO-247,

ausgebildet ist.

5. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Platte (5) umfassend Kupfer

und/oder Aluminium und/oder Silber ausgebildet ist.

6. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Platte (5) eine Flache aufweist,
welche 3 bis 7 mal, insbesondere 5 mal, so groB ist, wie die auf der Platte (5)

angeordnete erste GehauseauBenflache (4) und/oder zweite GehauseauBenflache

(9).

7. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Platte (5) mit einer
elektrischen Versorgungsleitung (12), insbesondere einer Stromschiene (13),

elektrisch leitend verbunden ist.

8. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kiihlkorper (6) als fluidgekiihlter Kiihlkérper (6)
umfassend Fluiddurchtrittskanale (14), insbesondere als Kihlschiene, ausgebildet

ist.

9. Elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kiihlkorper (6) als Keramikkiihlkorper,

vorzugsweise umfassend Aluminiumnitrid, ausgebildet ist.

10. Elektrische Vorrichtung (15) mit einer elektrischen Bauteilanordnung (1)

nach einem der Anspriiche 1 bis 9.

1. Elektrische Vorrichtung (15) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Vorrichtung (15) wenigstens eine elektrische
Schaltung (16) aufweist, dass die elektrische Schaltung (16) das erste diskrete

Halbleiterbauelement (2) und das zweite diskrete Halbleiterbauelement (7)
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12. Elektrische Vorrichtung (15) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Bauteilanordnung (1) nach einem der
Anspriiche 3 bis 8 ausgebildet ist, und dass das zweite diskrete
Halbleiterbauelement (7) als Freilaufdiode parallel zu dem ersten diskreten

Halbleiterbauelement (2) in der elektrischen Schaltung (16) geschaltet ist.

13. Elektrische Vorrichtung (15) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Vorrichtung (15) als Wechselrichter (18)
ausgebildet ist, umfassend wenigstens eine elektrische Halbbriicke (17), und dass
das erste diskrete Halbleiterbauelement (2) und das zweite diskrete

Halbleiterbauelement (7) gemeinsam einen variablen Widerstand der elektrischen

Halbbriicke (17) bilden.

(7 o

Gibler & Poth Patentanwalte OG
(Dr. F. Gibler oder Dr. W. Poth)
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